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MEMORIAS

Factores:

Capacidad de almacenamiento
Velocidad de acceso

Costo de fabricacion

Tamano




MEMORIAS

« Terminales

e Las memorias suelen ser de 1,4 u e

8 bits/palabra ho —— Dy ]
. A . I |
e La capacidad se acostumbra expresar A —— o — L,,du
Entrad . | i de it
en K palabras (2K=2048 palabras) feccian . M
E— -I——h-”-)
| A,
L .
Entrada de ) J_
seheeein __[_.;L"——“_‘__ J__
de pastilla = o
Entrada de orden ,r-"’rﬁ,:"'
leglura eseriLr
[ Capacidad
N° de palabras= 2N donde N es el numero de lineas de direccion.

N° de bits/palabra= N° de terminales de datos

N° de bits (celdas)= N° de palabras x N° de bits/palabra




Tipos de memorias

Memorias Tipos Volatil Caracteristicas Aplicaciones
Memorias | SRAM Si(l) | — Alta velocidad Las que requieren alta
de lectura — Bajo consumo (2} | velocidad y/o bajo
¥ escritura consumo. Ejemplos.
memorias cache,
Nombre equipos alimentados
geneérico: por baterias
RAM
DRAM Si — Alta integracion Grandes bancos de
Necesidad de memoria
refresco
| — Bajo precio
| VRAM Si — Salida serie Controladores de video
Memorias | ROM por | No — Bajo precio para | — Distribucion de
de solo mascara series grandes software
lectura — Equipos fabricados
en grandes series
MNombre
generico: | PROM No — Programable en — Realizacion de logica
ROM laboratorio combinacional
— No reprogramable
EPROM | No — Programable en — Pequenias series
laboratorio Prototipos
Borrable y
reprogramable
No Programable y Equipos que
SSFel borrable sin sacar rc%uigranq
del equipo reprogramacion

— Sustitucion de discos

(1 Salvo que sean alimentadas por baterias.

{2) Entre las SRAM pueden enconirarse pastillas de alta velocidad v elevado consumo (tecnologia

ECL). asi como pastillas no tan rapidas pero con un consumo de corriente muy pegueio (tcenologia
ht

CMOS).




« RAM de 1024 palabras (1K) de 4 bits

MEMORIAS RAM .« »
N e v “Fn“ e
O RAM(Random Access Memory) :_"_""E SR
Ay

-Lectura/Escritura i =
-Acceso aleatorio (no secuencial) a las ot

posiciones de memoria . _g__ . ?m
_Volatiles el Pl L q'
O RAM estatica (SRAM) - T
-Celda: flip-flop M
-Bajo grado de integracion S Fﬁ
0 RAM dinamica (DRAM) ’_i
-Celda: capacitor - Buller
-Necesita refresco por las fugas de ﬁ% o
corriente
=Circuito adicional externo para - P R
reescribir s we | M| | Sk
m-S'I;iempo de refreco (cada 2ms o 4 1 on | TRISTATE | e
0 RAM salida serie (VRAM) | o | ! | TRSTATE oN | ['“‘“r“_w
- Para controladores de video | ! 0 | TRISTATE | TRISTATE | umqu_cu_a.fl_]
1 | TRI-STATE ‘ TRI-STATE LHl.Tlu.Lﬂdu




SRAM

Ejemplo de
memaoria

RAM

TOSHIBA MOS MEMORY PRODUCTS

TMM2016AP-90, TMM2016AP-12
e RN TMM2016AP-10, TMM2016AP-15

DESCRIPTION

The TMM2016AP is a 16,384 bits high speed and
low power static random access memory organized
as 2,048 words by B bits and operates from a single
sV supply. Toshiba's high performance device
technology provides both high speed and low power
features with a maximum access time of 80ns/100ns/
120ns/150ns and maximum operating current of
BOMA/E5MA/ESMA/GSmA, When CS is a logical

FEATURES
» Access Time and Current
ww A Ocpofll'lng ilmcbv
Time [Max, urrent urrent
Part Nu ol | aex) | vexd
TMM2016AP-90 B0ns BOmA Tma
TMM2016AP-10 100ns 65mA Tma
TMM2018AP-12 120ns B5mA TmA
TMM201BAP-15 150ns E5mA TmA

PIN CONNECTION
As

PIN NAMES
SYMBOL NAME
Ay ~ A, Column Address Inputs
By~ Ay Row Address Inputs
o Chip Select Input
| WE Write Enable Input
110, ~ 110y Data Input/Output
Output Enable Input
| Vec Power (5V)
GND Ground

high, the device Is placed in a low power standby
made in which maximum standby current is 7mA,
Thus the TMM2016AP is most suitable for use in
microcomputer peripheral memory where the low
power applications are required. The TMM201BAP i3
fabricated with ion implanted N channel silicon ga.2
MOS technology for high performance and high
reliability,

* Single 5V Power Supply

® Fully Static Operation __

s Power Down Feature: CS

& Output Buffer Control; OE

® Three Stage Outputs

® All Inputs and Cutputs: Directly TTL Compatible
* Inputs Protected: All inputs have prtoection aga-

inst stat’c charge.

BLOCK DIAGRAM

- Ve

MEMORY
CELL ARRAY
128 x 18 % 8)

-0 OND

[T

Figure 7.15  Specifications for the TM2016 2K x 8 static RAM. (Courtesy of Toshiba

Corp.)



Memoria ROM 8-BIT EPROM FAMILY

(Am2764A, Am27128A, Am27256, Am27512)

DISTINCTIVE CHARACTERISTICS

ROM (Rea.d Only Memory) ® Fasl access times—as low as 150 ns ® Single +5V power supply

* Low-power dissipation * TTlL-compatible inputs and outputs

_ Sélo |eCtU ra » Programming voltage — 12.5 V ' 210% powersupply tolerance avaladle |
GENERAL DESCRIPTION

-Acceso aleatorio (no secuencial) a las e |
" E o Program -Onk = tom, all AMD EPROMSs offar - tout e !

posiciones de memoria e o b s il (T a0l ShD shatte (OB Lot omeoe |

standard EPROMs offer access tmes of 250 ns, aliowing All signals are TTL levels, including programming signais.

_Se escribe una Vez al grabar IOS datos Wait ;me_:q‘tslr:::;l AML;'u EPAOMs navoa:c:::‘w:r:: 3"&‘::“?;“' r":::ﬁ:“;‘;?:‘_’“_‘f: “Iﬂ:f'raﬂqb:cg:&%h"ns
-Segun la forma de grabacion: ROM, PROM, il sz
EPROM 3 EEPROM BLOCK DIAGRAM

- ROM: programable por mascara por el — il
fabricante =N LI

PROM (Programable ROM) ‘E'— e e
-El usuario la graba una vez mediante un = I
equipo especial (programador de PROM) e s R = A
-Programacion: fusiéon de fusibles internos = -]

EPROM (Erasable PROM) -
- Permite grabar/borrar un numero de veces PRODUCT SELECTOR GUIDE
- Programacion: induccion de cargas | [R% A27S4A, Am27128A, Ama7256, Am27E12

~ BorradO: eXpOSiCién a rayos UV ?;-d:-.r{o'_ 2T64A-1 - 2764A-2 2TB4A 2TB4A-3 2TB4A-4 |
EEPROM (Electrically EPROM) Toems | D | ey | Eioy | Em  |fmes | s ||

- Programacion: incorporan hardware T |Gt | = | Biiake | Biseds | Biaiso | Biss
- 2725617 27258-20 27256-25 27256-30 27256-45

especifico de escritura (sin sacar del equipo) i moizes | oeizs0 | méias

tace (ns) 150 170 200 250 300 450

tce (ns) 150 170 200 250 300 450
o () 75 75 75 100 10 150




EPROM

. \J
(NOTE 1) []1 28 [vee
A2 27 ] (NOTE §)
A7[]s 26 [ ] (NOTE 4)
AGE 4 25 :l Ag
ag]s 24 Ag
asde 28N Ay
ag[7 22| ] (NOTE 3)
Ape 21[J Ay
A e 20 [T] (NOTE 2)
Ag[J10 19 [] pay
pag [ 11 18] pQg
pag 12 17 bag
DQy . E] 6] DQy
GND [ 14 15[ pag
CD009420
AM2764A | AM27128A | AM27256 AM27512
Notes: 1 Vep Vep Vep Ais
2 CE CE CE/PGM | CE/PGM
3 & OE OE OE/Vpp
4 NC A13 A3 A13
5 FGM PGM A4 Aqg

CDO008710




MEMORIAS RAM DINAMICAS
(DRAM)

O

Celda basica

Pequeno capacitor integrado MOS
Cargado= “1”

Descargado = “0”

Ventajas

0 Muy alto nivel de integracion

[0 Menor costo

Problema: descarga por fugas de corriente
Solucidén recarga periodica (refresco)

Proceso de refresco

Proceso: leer y, si esta cargada, recargar

Necesita circuitos adicionales e implica que la DRAM no esta disponible
todo el tiempo

Intervalo de refresco tipico: cada 2ms 0 4 ms
Se refrescan a la vez filas o columnas gracias a la estructura matricial

Cada fila o columna se puede considerar como una pagina de memoria
que se procesa a la vez.




Elementos de una DRAM

Elementos DRAM de 64Kx1
B Registro (latch) de _l

L=
| e
tnllal =

direccion de fila e g
B Registro (latch) de == =
direccion de columna =

Mairir
H5 516

B Decodificador de filas 1
y decodificador de |
columnas

B Selector de E/S (Read

1o
aili
Entrad
dalas
|
Selector
i cniraida
sullidi
” I. I 0 25k # Sududa
dirla
el Rigmtro 0
de ool silida f

o Write)

B Registros de salida y |

|
|

entrada *




Elementos de una DRAM

[0 Direcciones multiplexadas

B Solo tiene la mitad de lineas de direcciones. Por ejemplo para
16 bits, la direccion se presenta primero los 8 bits menos
significativos y luego los 8 bits mas significativos.

B Las sefales de control de los registros de direcciones (RAS’ y
CAS’) permiten cargar cada palabra en un registro.

[ Sensores

B En lectura: interpretan el estado de la celda y lo envian a la
salida Q como estado logico.

B En escritura: interpretan el estado I6gico en la entrada D para
cargar o no el capacitor.

B En refresco: restituyen el nivel de carga de cada capacitor
(simultaneamente por filas)

[0 Circuitos de control
B Control segun los valores de RAS’, CAS’ y R/W’

B |a activacion del chip se realiza a través de RAS’, CAS’ y R/W’
(sustituyen a CS’)




Modo de Refresco

m Dependen del modo de
direccionar las filas

p— a—

. et 2 milisegundos -
e Modo rafaga | )
e Cada 2 ms, 0 4 ms. : sl =
Se direccionan todas
las filas de la DRAM L —
que se refrescan ; T ;
consecutivamente. Ictos de refresco i Tiempo util
= El resto del tiempo es ! para R/W |
para operaciones R/W’ : i
| , ; E ; ~a I
e Modo distribuido | 0 | 2 3 253 254 255
= Las operaciones R/W’
se intercalan con el _
direccionamiento de H cToTTTTTTTT

Ticmpos disponibles
para R/W

las filas con fines de | I | |
refresco. \ ;




Factor de calidad de Memoria
DRAM

Ll

[l

Para refrescar una memoria de 256 renglones en 4 ms,
cada renglén se debe refrescar cada 15.6 us a fin de
cumplir con la especificacion del refresco.

Si el 8086 trabaja a una frecuencia de 5MHz
(T=200ns), se necesitan 800 ns para una lectura o una
escritura. Por lo tanto 15.6us /800ns=19.53, es decir
que por cada 19 lecturas o escrituras en la memoria, el
sistema de memoria debe pasar por un ciclo de
refresco o perdera la informacion.

B A pesar de que esto representa una pérdida de 5% del
tiempo de la computadora, este precio resulta bajo
respecto a los beneficios obtenidos al emplear
memorias DRAM.




Elementos externos para DRAM

] Elementos externos necesarios

Coordinan R/W’ y refresco
Se encuentran en controladores de DRAM

1. Multiplexor de direcciones:

O

Convierte una direccion de N bits en dos bloques sucesivos de
N/2 bits.

2. Contador:

O

Direcciona las filas secuencialmente para el refresco.

3. Circuito de control:

M0 CEER A

Genera las senales de RAS’, CAS’ y R/W’ para las operaciones
de R/W’ y de refresco.

Gobierna el multiplexor, el contador y el sentido del buffer
bidireccional del bus de datos.

Recibe ordenes de lectura, escritura y peticion de refresco
desde la CPU que es la que coordina las operaciones.

Genera la senal de aviso de refresco hacia la CPU.




DRAM

Memoria de
64KX8 a
partir de
DRAM de
64Kx1.

Relog

.

RW
—
Pelicion refresco

Aviso refresco

Controjador

Buffer
tri-state
bidireccional

]
o
IIREAN Bdk ] o — [,
Control 0
buffer LYRAM Bk < | hg B —- [,
datos o
L1 DRAM 64K b _.: pl—p- [,
T DrAM ek -1 QI - D,
D e
H oranicake :‘i |..__..[].4
Qe
DRAM 6dK - 1 D e — [
(U =
_ IIRAM 6db - 1 - —= [
RAS 0
[PRAM k=1 —= [,
=i = ]
RW | CAS |

#

MUX

N\

Contador

Multiplexor

Entrada A

—_— e

Entrada B

fn”; TETTRTTS

Salida
Entrada €
J—

Contador Tilas




Ejemplo de una DRAM

-
A0 a
Al ﬁ’ ]
A u
Al a
AS d
Ab c
A7 I
A8
RAS I
CAS o
WE :
(j : == Din
P M- Dout
: X

l

'\
=

Notas
1. El decodificador es de 8 lineas a 256 lincas
2. El multiplexor es de 256 a | linea

3. El multiplexor es de 4 a | linea

FIGURA 8-34 La estructura interna de una DRAM de 256K x 1. Se vera que cada una de las 256 palabras internas tiene 1025 bits de ancho.

La organizacion de una DRAM incluye una serie de renglones
y columnas. Una DRAM de 256K X1 tiene 256 columnas,
cada una con 256 bits o renglones organizados en cuatro
secciones de 64K bits cada una




Controlador de DRAM TMS 4500

RAO-RA7: Entradas de direccion de renglon . m B y
CAO-CA7:Entradas de direccion de columna RENGLON v

MAO-MA7: Salidas de direccion de memoria gt bipisl

ALE: Entrada de habilitaciéon de direccién wsaseng A

CS’: Entrada de seleccion del integrado wear ) e o D :> G
REN1: de acceso de escritura 1

CLK: Entrada de reloj

REFREQ: Solicitud de refresco - ernesco [ )

RAS1’, RASO’: Senales Selecciona uno de T
los bancos de la DRAM conectados al n Yesik &t
controlador G

ACR’: Entrada de control de acceso de 8 —— o cocion > v |—— Raso
lectura REN1 ———— ;8

ACW’: Entrada de control habilitacion de AC >
direccion de renglon ACW o —

ZAR

CAS’: Senal de habilitacion de columna FREQ —g—p—e
RDY: Salida lista, se activa cuando el

4

Y
CONTROL

ARBITRO

controlador de DRAM efectia un ciclo <' 4 | S
interno de refresco i
TWST: Entrada de temporizacion/espera TWST o >
FSO,fIr:escl:e Eg_gadas de seleccion de e o|veLocmao [0 &
uenci »>

REFRESCO I"‘

CLK



Controlador de DRAM TMS 4500

TABLA 8—4 Seleccion de modo para el controlador de DRAM TMS4500

Estados Veloc. de Reloj minimo Frec. de refresco Ciclos por
TWST  FS1 £SO de espera refresco (MHz) (KHz) refresco
0 0 0 0 External REFREQ 4
0 0 1 0 CLK+31 1.984 64-95 3
0 1 0 0 CLK+46 2.944 64-85 3
0 1 1 0 CLK+861 3.904 64-82 4
1 0 0 1 CLK=+46 2.944 64-85 3
1 0 1 1 CLK=61 3.904 64-80 -
1 1 0 1 CLK+=76 4.864 64-77 4
1 1 1 1 CLK+91 5.824 64-88 4

15. ¥SO0, FSI1. (Entradas de seleccion de frecuencia): seleccionan diversas opciones de modos vy

frecuencias (tabla 8-4).




Controlador de DRAM TMS 4500

I'™MS4500A
Ag > RA,
Canal de A, RA,
direcciones Ag > CA,
Al CA
ALE »{ ALE
Aig »{ REN,
RD »{ ACR
WR »| ACW
Ay, —Do—~
Ag —Do—— 20 c%
Ay ADO—E
RDY = RDY
CLK »! CLK
TWST FS,; FS;
1K
+5V

FIGURA 8-37 Controlador de DRAM TMS4500A utilizado para una interface de 128K bytes de DRAM. En este caso, cua-
tro DRAM TMS4464 constituyen la memoria situada en las direcciones 00000H -1FFFFH.




Tema 6. Mapeo y Decodificacion
de memoria.

Mapeo de Memoria

Bancos de Memoria

Decodificacion de bancos de Memoria
Interfaz de Memoria con el 8086




Decodificacion de la memoria

. CoOmo se realiza la lectura de memoria con el 80867.

De acuerdo al diagrama de tiempos del ciclo de
bus. Para leer la memoria el 8086 realiza los
siguientes pasos:

Coloca una direccion de 20 bits en el bus de
direcciones

Coloca la sehal M/10’ en 1 para indicar que se
trata de una direccion de memoria.

Coloca la senal RD’ en O para indicar que se
requiere una operacion de lectura.

Espera a que la memoria cologque el dato a ser
leido




Decodificacion de la memoria

¢CoOmo se realiza la escritura de memoria con el
80867.

De acuerdo al diagrama de tiempos del ciclo de
bus. Para escribir en la memoria el 8086 realiza
los siguientes pasos:

Coloca una direccion de 20 bits en el bus de
direcciones

Coloca la senhal M/10’ en 1 para indicar que se
trata de una direccion de memoria.

Coloca la senal WR’ en O para indicar que se
requiere una operacion de escritura.

Envia el dato a escribir en la memoria.




Decodificacion de la memoria

Conceptos basicos en la interfaz de memoria.

B La funcion principal de la interfaz de
memoria es la de permitir al procesador leer
o escribir en un registro dado de la
memoria. Para realizar esta operacion, el
microprocesador debera:

1. Ser capaz de activar el circuito integrado
Identificar el registro que se va a acceder
3. Habilitar el buffer apropiado

I




Decodificacion de la Memoria

1.Activar el circuito integrado

B Para conectar un dispositivo de memoria
con el microprocesador, se requiere
decodificar la direccion enviada a la
memoria. Esta decodificacion provoca que la
memoria funcione en una seccion unica del
mapa de memoria, por ejemplo de la
direccion FCOOOH a la FFFFFH. Y en
cualquier otra direccion fuera de este rango
no se activara la memoria.




Mapa de memoria

El mapa de
memoria es de
1MB y se debe
determinar el
rango de
direccciones en
el que trabajara
la memoria.

FFFFFH

00000H

Memoria

1M x8

FFFFH

Q000H

E/S

64K x 8B




Decodificacion de la Memoria

[l El procesador 8086 debe ser capaz de escribir o
leer datos en cualquier localidad de memoria de 8
o0 de 16 bits. Esto significa que el bus de datos de
16 bits se encuentra dividido en dos blogues o
bancos de memoria de 8 bits cada uno, de tal
forma que el procesador puede acceder (leer o
escribir) en cualquiera de los dos bancos (si
trabaja en 8 bits) o en ambos bancos (si trabaja
en 16 bits). El banco bajo (low) contiene todas las
localidades de memoria con direcciones pares y el
banco alto (high) contiene los registros de
memoria con direcciones impares.




Bancos de Memoria

As-Aag
’
DoD1s Jf///////////////////////ﬁf?////////////////////////////////// /4
; Dg-D15 4 Dy-Dy;
7 7
FFFFF FFFFE
FFFFD FFFFC
BHE — g
Ao
00005 00004
00003 00002
00001 00000
512K Bytes 512 K Bytes

Bancos de Memoria

Word { Byte {

FFFFF

FFFFE

FFFFD

FFFFC

00005

00004

00003

00002

00001

00000




Decodificacion de la Memoria

Es importante recordar que el 8086 utiliza las sefales
BHE’ (habilitacion del bus alto) y Ao (bit de direccion Ao)
para seleccionar uno o ambos bancos de memoria de
acuerdo al tamano de la instruccion que se esta
ejecutando para la transferencia de datos fuera del
procesador y considerando la siguiente tabla.

Habilitacion de ambos bancos 16 bits (D15-DO0)
Habilitacion banco alto 8 bits direccion non (D15-D8)
Habilitacion banco bajo 8 bits direccion par (D7-D0)

BHE’ Ao Funcion
O O
0 1
1 O
1 1

No se habilita ningun banco




Interfaz de Memoria

Para realizar la interfaz con la

memoria y seleccionar el banco de
memoria correcto, se tienen dos
alternativas.

B Implementar una senal de escritura

separada para seleccionar la escritura a
cada uno de los bancos de memoria, 0

B Se emplean decodificadores separados
para seleccionar cada banco a traveés de
la sefal CS’ (habilitacion del circuito)




Decodificadores separados de
bancos:

[l Para realizar la interfaz siempre se deben
agregar las memorias de dos en dos, una para
ocupar direcciones pares y la otra para ocupar
direcciones nones. Por ejemplo si queremos
Interconectar dos memorias EPROM con
capacidad de 128Kx8 cada una (128K = 217),

[1 La capacidad total por las dos memorias sera
256K bytes, esto representa un total de 18
lineas de direcciones (218=256K), es decir, una
cuarta parte de la capacidad de

direccionamiento del 8086.




Decodificadores separados de
bancos:

A1oA1gA17A16 A1sA14A13A12  A11A10A0Ag ArAASA,  AzAA A,
XX11 1111 1111 1111 1111
X X 00 O 00O O 000 O0OO0OO0OO0O OOOO

Si colocamos las 20 lineas de direcciones que tiene el 8086 y
marcamos el rango de valores posibles con 18 lineas (A17-A0)

la direccion mas baja posible sera la indicada con 18 ceros, y la
direccidon mas alta posible sera la indicada por los 18 bits en unos.
Estas 18 lineas nos permitiran seleccionar la direccion del registro
que se desea acceder dentro de los 256K bytes constituidos por
Las dos memorias que se desean interconectar con el
microprocesador.

Las dos lineas mas significativas marcadas con “X” deberan
contener el valor fijo que determina la ubicacion dentro del mapa
de memoria (de 1 MB) en donde queremos colocar la memoria.




Mapeo de Memoria

Mapa de memoria: Si

el mega de memoria lo
dividimos en blogues de
256K bytes, tenemos:

1 mega 220 = 22=14
256K 218

4 combinaciones o
blogues de 256K

Mapa de Memoria

FFFFFH

COO00H
DFFFFH

80000H
7FFFFH

40000H
3FFFFH

00000H

256K

256K

256K

256K

A19

A18




En el mapa de Memorias:

[l La memoria EPROM es recomendable colocarla
en la parte mas alta de memoria (de la direccion
FFFFFH hacia abajo) y en caso de requerir mas
memoria se agregara en las direcciones
Inmediatas inferiores. Esto es debido a que
siempre gue se genere un RESET al sistema, la
direccidn de inicio del sistema es la FFFFOH.

[0l La memoria RAM por el contrario se recomienda
colocarla en la parte mas baja de memoria (a
partir de la direccion OO0O00H) que es la zona de
vectores de interrupcion.




Decodificadores separados de
bancos:

De tal manera que para interconectar estas dos memoaorias
EPROM con el 8086 en la parte mas alta de memoria, el rango
de direcciones queda de la siguiente forma:

A19A118A17A16 A15A14A13A12 A11A10A9A8 A7A6A5A4 A3A2A1AO

11111 1111 1111 1111 1111 FFFFFH
11100 0000 O OOO OOOO OOO O COOOCH

Observe que los bits A19 y A18, se encuentran en 11 para
emplear la parte alta de la memoria y se mantienen con ese
valor fijo durante todo el rango de direcciones.




Decodificadores separados de
bancos:

[0 Las lineas con valor fijo se decodifican junto con la senal
M/10’ (En valor “1” para asegurar que es direccion de
memoria), esta salida se conectan con una NAND junto con
BHE’ (banco alto) o con Ao (banco bajo) a la terminal CS’
(selector del chip) para habilitar la memoria siempre que se
genere una direccion dentro del rango seleccionado.

[0 Las senales BHE’ y Ao se utilizan para habilitar el banco de
memoria correspondiente dependiendo si se trata de un
acceso a localidad de 8 bits con direccion par (banco
izquierdo), o con direccion non (banco derecho) o tamaio
palabra (16 bits), ambos bancos.

[0 Las lineas que varian se conectan a las lineas de entrada de
direccion de la memoria con A1 como linea de direccion
menos significativa.




Decodificadores separados de

bancos:
Ejemplo de
Interfaz de DIRECCIONES
Memorias oFE OF
A16- A17|- A16-
EPROM A0 AOEPROM
de 128Kx8 , EZ;?X“Q 128Kx8
Ao
Do | P
}T—C D7-DO D7-DO
@DlS—DS ﬁD?-DO

DATOS




Decodificadores separados de
bancos:

Si ahora se agregan dos memorias RAM estaticas de 128K x 8, cada
una decodificadas en la parte mas baja de memoria, éstas

estaran situadas en el rango de direcciones de la O0000H a la
3FFFFH.

A19A18 A17Al6 A15A14A13A12 A11A10A9A8 A7A6A5A4 A3A2A1AO
coofjt11 1111 1111 1111 111 1 3FFFFH
0O0O[00 0000 00OO0O 00O0O OO O O OOOOOH

Observe que los bits A19 y A18, se encuentran en 00 para emplear
la parte baja de la memoria y se mantienen con ese valor fijo
durante todo el rango de direcciones.




Decodificadores separados de

bancos:
Interfaz
DIRECCIONES
de RD’
Memorias e
WR’ SSRAM
SRAM BHE’ R128Kx8

D=

de Aqggjiégz
A18
128Kx8 wmio

-

D7-DO

ﬁDlS-DS
N~

Ao O
—d

D
D

OF’

A16-

A0
SRAM
WRy28Kx8

CS’
D7-DO

ﬁD?-DO

DATOS




Senal de escritura separada para
cada banco de memoria

[0 Otra forma para manejar la seleccion de bancos consiste en
implementar un pulso de escritura separado para cada banco
de memoria. La decodificacion para la habilitacion del chip
(CS’) es la misma senal para ambos bancos.

[0 Para generar la senal de pulsos de escritura separados para
cada banco de memoria se requiere una compuerta OR a la
que se conecta la seifal WR’ con Ao para el banco bajo y otra
c?mpuerta OR a la que se conecta BHE’ y WR’ para el banco
alto.

[0 Las lineas con valor fijo se decodifican junto con la senal M/10’
(En valor “1” para asegurar que es direccion de memoria) y se
conectan a la terminal CS’ (selector del chip) de ambos bancos
de memoria para habilitarlas siempre que se genere una
direccion dentro del rango seleccionado.

[0 Las lineas que varian se conectan a las lineas de entrada de
direccion de la memoria con A; como linea de direccion menos
significativa.




Sefnal de escritura separada
para cada banco de memoria

[ Interfaz
de
[0 Memorias | DIRECCIONES |
RD’
’ OF’
0 EPROM = AT-
Al7|- Al 2(1)6 A17|-ALl Y o
I:I de EPROM EPROM
[0 128Kx8 128Kx8 128Kx8
A19
A18

M/IO’

| CS, CS’
D7-DO D7-DO
ﬁDlS-DS ﬁ :
3 £ D7-DO

| DATOS |




Senal de escritura separada para cada
banco de memoria

Interfaz
de

Memorias

SRAM

de
128KXx8

WR’

A19
A18

DIRECCIONES

RD’

&-

i

Al7|- Al )
—

BHE’ O::>J——

OF’

A16-

AO

Wi 28Kx8

CS’

SRAM

D7-DO

ﬁDlS—DS
N~

— O
AOO

Al7

E>

OF’

A16-

AO

W

Db

CS’

'SRAM
28Kx8

D7-DO

ﬁD?-DO

DATOS




RESUMEN DE INTERFAZ DE
MEMORIA

O

=

Conectar las lineas del bus de direccion requeridas a las
lineas de direcciones del circuito integrado de memoria.

Decodificar las lineas de direcciones fijas junto con la
sefal M/10’, a través de una compuerta NAND o con
decodificador.

La sefal BHE’ se utiliza para habilitar el banco alto de
memoria, ya sea en la entrada CS’ junto con la
decodificacion del punto anterior o bien con la sefial WR’
para una RAM.

La sefal Ao se utiliza para habilitar el banco bajo de
memoria, ya sea en la entrada CS’ junto con la
decodificacidn de lineas de direcciones fijas con la senal
WR’ para una RAM.




Interfaz de memoria

Conectar las lineas del bus de direccion
requeridas a las lineas de direcciones
del circuito integrado de memoria.

Decodificar las lineas de direcciones
fijas con una compuerta nand o con
decodificador a la entrada chip select
sel circuito de memoria (cs’)

La sefial BHE’ se utiliza para habilitar el
banco alto de memoria

La sefal Ao se utiliza para habilitar el
banco bajo de memoria.

Ejemplo de Interfaz de memoria EPROM
de la direccion FOOOOH a FFFFFH. Y
SRAM de la OOO0OOH a la OOFFFH.

BHE HWR

WR

Aa




